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67) 1 . Procede de fabrication d'un dispositif de microelec- 
tronique comportant sur un substrat une pluralite d'ele- 
ments interconnectes, comportant les operations successi- 
ves suivantes: 

- realisation sur un substrat (10) de cellules (12) d'ele- 
ments, 

- test des cellules (12) pour distinguer les cellules vali- 
des, 

- formation de bandes de jo notion (40a, 40b, 40c, 44a, 
44b, 44c) en un materiau conducteur electrique reliant au 
moins une cellule vaiide avec au moins une autre cellule 
valide, les bandes de jonction etant formees dans des 
champs (132, 136, 138), chaque champ comprenant une 
zone de recouvrement avec au moins un champ voisin. 
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PROCEDE DE FABRICATION D'UN DISPOSITIF DE MICRO- 
ELECTRON I QUE COMPORTANT SUR UN SUBSTRAT UNE PLURAL I TE 
D 1 ELEMENTS INTERCONNECTES 

5 DESCRIPTION 

Domaine technique 

La presente invention concerne un procede de 
fabrication d'un dispositif de micro-electronique 
comportant sur un substrat une pluralite d' elements 

10 interconnectes . 

Elle trouve de facon generale des applications 
dans le domaine de la micro-electronique, par exemple, 
pour la fabrication de circuits integres dont la 
fonction finale est la somme des fonctions d' elements 

15 individuels ou de circuits integres dont les elements 
sont interconnectes au cours de leur fabrication pour 
permettre la realisation d'un depot electrolytique 
collectif . 

Ainsi, 1' invention s 1 applique par exemple la 
20 fabrication de dispositif s equipes d'une pluralite 
d' electrodes et servant de support pour effectuer des 
reactions electrochimiques collectives. 

L' invention s' applique aussi a la realisation 
de detecteurs "intelligents" integrant sur un meme 
25 substrat des capteurs sensibles et des circuits de 
controle associes a ces capteurs. 

L 1 invention s 1 applique aussi a la fabrication 
de memoires electroniques . 

30 Etat de la technique anterieure 

Dans le domaine de la microelectronique et en 
particulier pour la realisation de circuits integres de 
grande complexity comportant un grand nombre 
d f elements, ces circuits integres sont subdivises en 

35 cellules regroupant respectivement un certain nombre 
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d ? Elements. Ce type de structure permet d'augmenter les 
rendements de fabrication en introduisant une 
redondance des cellules au moins pour une partie de la 
fonction du circuit integre. 
5 Lorsque sa fabrication est achevee un tel 

circuit integrS 'est "reconfigure". Cette operation 
consiste £ interconnecter les cellules valides et a 
isoler les cellules comportant un defaut. 

A ce sujet, on peut se reporter au document (1) 

10 dont la reference est donnee a la fin de la pr§sente 
description. 

Pour realiser une reconfiguration d'un circuit, 
il est possible soit d'y ajouter des pistes 
conductrices qui relient des cellules dont on a verifie 

15 la validite, soit de detruire des pistes conductrices 
reliant des cellules valides a des cellules invalides. 

La jonction des cellules valides et 1' isolation 
des cellules invalides peuvent etre realisees notamment 
par des outils fonctionnant avec une source laser 

20 programmable. Ces outils permettent soit d'effectuer un 
depot localise d'un mater iau conducteur pour former une 
piste de jonction, soit de detruire localement une 
piste conductrice pour 1 1 interrompre . On peut se 
referer a ce sujet au document (2) dont la reference 

25 est donnee a la fin de la presente description. 

La reconfiguration des circuits peut aussi etre 
realisee par sciage mecanique des lignes de connexions 
electriques & eliminer. 

Toutefois, les equipements mecaniques de 

30 coupure ainsi que les equipements a laser sont d'un 
coat eleve et un investissement dans un tel type de 
materiel ne peut etre justifie que pour la production 
de circuits integres en tres grande serie. 
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De plus, les techniques de reconfiguration de 
l'art anterieur nfecessitent une etape supplementaire au 
procede de fabrication des circuits integr£s. 

Ainsi, la presente invention a pour but de 
5 proposer un procede de fabrication d'un dispositif 
microelectronique integrant 1' etape de reconfiguration 
et qui ne necessite pas un equipement specialement 
prevu a cet effet. 

Un autre but est de proposer un procede 
10 permettant de facon simple et peu coQteuse de realiser 
et de reconfigurer un circuit integre. 

Un autre but est de proposer un procede adapte 
a la fabrication de dispositifs specifiques de 
microelectronique. 
15 un but de 1' invention est aussi de proposer un 

procede de reconfiguration ne necessitant pas d f etape 
supplementaire dans les procedes lithographiques de 
depots et de gravure utilises pour la fabrication des 
dispositifs de microelectronique. 

20 

Expose de 1' invention 

Pour atteindre notamment les buts mentionnes 
ci-dessus, 1' invention a plus particulierement pour 
objet un procede de fabrication d'un dispositif de 
25 microelectronique comportant sur un substrat une 
pluralite d 1 elements actifs interconnectes . 

Conformement a 1* invention le procede comporte les 
operations successives suivantes : 

a) realisation de cellules d' elements sur un substrat, 
30 chaque cellule comportant au moins un element, les 

cellules d'elements etant isolees electriquement les 
unes des autres et au moins un element de chaque 
cellule presentant au moins un terminal de connexion 
pour la connexion des cellules d'elements selon un 
35 plan de connexion determine, 
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b) test des cellules pour distinguer des cellules 
valides dont les elements sont valides, des cellules 
comportant au moins un element invalide. 

c) formation de bandes de jonction en un materiau 
5 conducteur electrique reliant au moins un terminal 

de - connexion d'au moins un element d f une cellule 
valide avec au moins un element d'une autre cellule 
valide, les bandes de jonction etant formees dans 
des champs, chaque champ recouvrant respect ivement 
10 une cellule valide et comprenant au moins une zone 

marginale de recouvrement avec au moins un champ 
voisin, la zone de recouvrement comprenant au moins 
une portion de bande de jonction. 

Au sens de la presente invention, on entend par 
15 element aussi bien un element actif (par exemple un 
transistor, un microprocesseur , une cellule 
memoire, . ..) qu'un element passif (par exemple une 
Electrode, une structure micro-usinee, . - -) . La notion 
d 1 element englobe egalement aussi bien un element 
20 individuel qu'un ensemble d' elements act if s et/ou 
passif s . 

Par ailleurs, on entend par element valide un 
element ne presentant pas de defaut redhibitoire par 
rapport a un traitement collectif ulterieur des 
25 elements du dispositif. 

A titre d' exemple, un tel defaut redhibitoire 
peut etre un court-circuit dans l f element qui relie son 
alimentation a sa masse et qui met en defaut tous les 
elements qui lui sont relies. 
30 Chaque cellule fabriquee sur le substrat peut 

comporter un ou plusieurs elements. 

Dans la realisation de dispositifs de 
microelectronique de taille importante, lors des etapes 
de photolithographie pour la realisation des 
35 composants, 1' ensemble de la tranche de substrat n'est 
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generalement pas insolee de facon simultanee. Des 
portions du substrat sont success ivement insolees a 
travers des masques comportant des motifs correspondant 
aux composants ou parties de composant a realiser. Des 
5 portions identiques du substrat sont insolees 
successivement en effectuant un deplacement relatif du 
substrat par rapport au(x) masque (s) et au systeme 
optique d' insolation. Aussi, dans la suite du texte on 
designe par champ une telle portion du substrat 

10 correspondant a une region d' insolation a travers un 
masque de photolithographic . 

Le test des cellules peut etre realise en 
appliquant ou en mesurant des tensions de controle sur 
des plots de test specialement prevu a cet effet. 

15 De fagon pref erentielle, le test des cellules 

peut comporter le test individuel de chaque element, 
notamment lorsque les cellules comportent plusieurs 
elements. Une cellule est consideree valide lorsque 
tous ses elements sont valides. 

20 Au cours de l'etape a) sont realises les 

elements correspondant a chaque cellule. Toutefois, 
comme ces cellules sont juxtaposees il n'existe pas de 
contact electrique entre les elements des differentes 
cellules, et, en particulier, il n'existe pas de 

25 contact electrique entre les terminaux de connexion des 
elements de cellules differentes. 

Les champs de l 1 operation c) qui sont 
sensiblement superposes aux cellules sont de taille 
legerement superieure a celles-ci- II existe ainsi un 

30 recouvrement entre des champs voisins. 

Dans la partie de recouvrement, situee dans une 
zone marginale (c f est-a-dire peripherique) des champs, 
sont realisees une ou plusieurs portions de bande de 
jonction pour interconnecter certains elements des 

35 cellules correspondant aux champs voisins. 
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Les portions de bandes de jonction peuvent 
relier en particulier les terminaux de connexion des 
616ments correspondants . 

Selon une mise en oeuvre particuliere la 
5 fabrication des bandes de jonction peut comporter : 

- le depot sur 1' ensemble du subs tr at d'une couche de 
materiau conducteur electrique recouvrant les 
elements , 

- le depot d'une couche de resine photosensible sur la 
10 couche de materiau conducteur electrique, 

- 1' insolation de la resine dans lesdits champs, a 
travers un masque, creant par recouvrement des champs 
des motifs correspondant aux bandes de jonction, 

- le developpement de la resine, pour l'eliminer en 
15 dehors de regions correspondant aux bandes de 

jonction, 

- la gravure de la couche de materiau conducteur en 
laissant subsister les bandes de jonction. 

Les bandes de jonction peuvent aussi etre 
20 definies par pelage (appele "lift off" en terminologie 
anglo-saxonne) . 

Dans ce cas, leur fabrication comporte : 

- le depot sur 1' ensemble du substrat d'une couche de 
resine photosensible, 

25 - 1' insolation de la resine dans lesdits champs, a 
travers un masque, creant par recouvrement des champs 
des motifs correspondant aux bandes de jonction, 

- le developpement de la resine pour l'eliminer dans 
des regions correspondant aux bandes de jonction, 

30 - le depot sur 1' ensemble du substrat d'une couche de 
materiau conducteur electrique, et 

- l'attaque de la resine et 1 ' elimination par pelage du 
materiau conducteur electrique en dehors des regions 
correspondant aux bandes de jonction. 
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Dans une realisation particuliere des cellules, 
chaque cellule peut comporter des electrodes et 
eventuellement un circuit de multiplexage des 
electrodes. 

5 Dans le cas ou les elements comportent une 

pluralite de niveaux conducteurs ceux-ci sont formes en 
general lors de plusieurs etapes de photolithographic 
de depot et de gravure. 

Toutefois, selon un aspect avantageux de 

10 1' invention, il est possible de realiser un des niveaux 
de mater iau conducteur des Elements simultanement avec 
les bandes de jonction dans lesdits champs. 

Grace a cette caracteristique le procede de 
"reconfiguration" de 1' invention n'implique pas une 

15 etape de lithographie de depot et de gravure 
supplementaire par rapport a une realisation ordinaire 
des elements. 

Lorsque le dispositif de microelectronique a 
realiser comporte une pluralite de cellules d' elements 

20 identiques, les elements de ces cellules, ou les 
cellules, peuvent etre realises de fagon avantageuse 
par photorepetition de champ comportant des motifs de 
lithographie. Dans les cas ou les cellules (qu'elles 
soient identiques ou differentes) ne sont pas realisees 

25 par photorepetition, celles-ci sont formees en 
utilisant des etapes de lithographie insolant 
1' ensemble des cellules a travers un masque. 

La photorepetition de champs sur un substrat 
consiste en 1' insolation successive des differents 

30 champs a travers un meme masque. Le masque et un 
dispositif optique de projection sont deplaces & cet 
effet au-dessus de la plaque de substrat dans un 
appareil designe usuellement par "steppeur". 

D'autres caracteristiques et avantages de la 

35 pr£sente invention ressortiront de la description qui 
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va suivre en reference aux figures des dessins annexes, 
donnee a titre pureitient illustratif et non limitatif. 

Breve description des figures 
5 - la figure 1 montre des premiers champs de 

photolithographie sur un substrat pour la realisation 
de cellules d'un dispositif de microelectronique, 
conformement a 1' invention, 

- la figure 2 montre des deuxiemes champs de 
10 photolithographie sur le substrat pour la realisation 
de bandes de jonction entre des elements des cellules 
du dispositif, conformement a l f invention. 

Description detaillee d'un mode de mise en oeuvre de 
15 1' invention 

La figure 1 donne un exemple de dispositif de 
microelectronique destine a etre traite conformement a 

1 1 invention. 

Le dispositif comporte sur un substrat 10 une 
20 pluralite de cellules 12 identiques les unes aux autres 
realisees dans cet exemple par photorepetition . Chaque 
cellule peut comporter un ou plusieurs elements. 

Dans 1' exemple de la figure 1, chaque cellule 

12 comporte un jeu d' electrodes 14 (non encore 
25 realisees) et un circuit 16 d'adressage (ou 

multiplexage) des electrodes. 

Chaque cellule comporte egalement des plots de 
test 18 et des pistes conductrices 20 dont les 
extremites forment des terminaux de connexion des 
30 elements et en particulier du circuit 16. 

Les differents elements, actifs ou passifs de 
chaque cellule sont realises sur differents niveaux 
conducteurs au cours de differentes etapes de 
lithographie, de depot et de gravure. 
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Ainsi, la figure 1 correspond a I'etape de 
realisation des pistes conductrices et des plots de 
test. 

L 1 emplacement des electrodes 14 et du circuit 
5 16 est represents en trait discontinu pour signifier 
que ces elements sont realises respectivement lors 
d'une 6tape ulterieure et lors d'etapes anterieures. 

Comme les electrodes et les circuits 
d'adressage 16 ne sont pas realises simultanement avec 
10 les plots de test et ne se situent done pas sur un meme 
niveau conducteur, des liaisons electriques entre ces 
elements n' apparaissent pas de fagon detaillee sur la 
figure . 

Comme le montre la figure 1/ chaque cellule 12 
15 correspond a un premier champ 32, 34, 36, 38 du 
substrat. 

Chaque champ correspond a une plage 
d f insolation du substrat a travers un masque presentant 
des motifs correspondant aux elements a realiser sur un 

20 niveau conducteur donne lors d'une etape de 
photolithographic . 

Lors de la realisation d ! un meme niveau de 
lithographie, 1' ensemble de la plaque est, par exemple, 
recouverte d'une couche de mater iau a mettre en forme 

25 et d'une couche de resine photosensible. 

La resine photosensible est ensuite insolee 
successivement dans chaque champ a travers un meme 
masque pour repeter dans chaque champ des motifs 
d' insolation identiques . La resine est developpee et le 

30 materiau a mettre en forme est elimine dans les regions 
non protegees par la resine, pour laisser subsister des 
elements selon les motifs du masque. II s'agit dans le 
cas de la figure 1, par exemple des plots 18a, 18b, 18c 
et des pistes conductrices 20, qui sont realisees dans 
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une avant-derni£re etape de photolithographie du 
procede. La resine est ensuite eliminee. 

Comme le montre la figure 1, les elements de la 
cellule tels que le circuit d'adressage 16, les 
5 electrodes 14 et les plots de test 18a, 18b, 18c et les 
pistes conductrices 20 sont realises dans des champs 
32, 34, 36, 38 sensiblement juxtaposes. Ainsi, les 
elements de chaque cellule sont electriquement isoles 
des elements des cellules voisines. 

-10 On peut noter que les terminaux de connexion 

des pistes conductrices s'etendent dans une region 
peripherique des premiers champs sans toutefois 
atteindre le bord de ces champs. 

Apres la realisation des elements et notamment 

15 des plots de test, chaque element, en 1' occurrence 
chaque circuit 16, est teste en appliquant ou en 
mesurant sur les plots de test de chaque cellule un jeu 
appropri6 de tensions de test. _ 

Le test des elements des cellules est facilite 

20 en raison de 1' isolation electrique de ces cellules les 
unes par rapport aux autres . 

Dans la suite de la description, on considere 
que les elements des cellules correspondant aux champs 
32, 36 et 38 sont reveles valides lors du test et qu'au 

25 moins un des Elements de la cellule correspondant au 
champ 34 presentent un court-circuit masse/alimentation 
rendant l 1 ensemble de la cellule non valide. 

Les elements de la cellule correspondant au 
champ 34 sont done consideres comme invalides. 

30 La figure 2 correspond a 1 ' interconnexion des 

cellules (reconfiguration) du dispositif. Elle consiste 
a relier entre eux certains elements valides 
correspondant a des cellules valides selon un plan de 
connexion predetermine. 



B 12312. 3/EW 



2741475 



11 

Le plan de connexion comporte par exemple la 
mise . en parall^le de bornes d' entree ou de sortie 
correspondantes respectivement de chaque element actif 
valide. 

5 La "reconfiguration" est realisee dans cet 

exemple lors d'une derni£re etape de photolithographic 
d'un dernier niveau conducteur. 

Cette etape permet de former dans le dernier 
niveau des bandes de connexion reperees par la 

10 reference 40a, 40b, 40c, 44a, 44b, 44c. 

La derniere etape de lithographie est realisee 
dans des deuxiemes champs 132, 136, 138 qui recouvrent 
sensiblement les champs 32, 36 et 38, 

Les champs 132, 136 et 138 comportent par 

15 ailleurs avec les champs voisins une zone de 
recouvrement . Ainsi les champs 132 et 136 ont en commun 
une zone de recouvrement 50 et les champs 136 et 138 
ont une zone de recouvrement mutuel 52. 

Le masque de photolithographie correspondant a 

20 la derniere etape comporte pour chaque terminal de 
connexion un motif correspondant a une portion d'une 
bande de jonction destinee a relier le terminal de 
connexion a un terminal d'une cellule voisine selon le 
plan de connexion. 

25 Au moins une partie de chaque motif s'etend 

dans la zone marginale des deuxiemes champs qui 
correspond a la zone de recouvrement avec un champ 
voisin. Ainsi la partie du motif vient recouvri'r une 
partie correspondante d'un motif d'une portion de bande 

30 de jonction d'un deuxieme champ voisin. 

Ainsi lorsque deux deuxiemes champs voisins 
presentant une zone de recouvrement sont successivement 
insoles a travers un masque avec des motifs 
correspondant aux bandes de jonction, lors de la 

35 derniere etape de photolithographie, une ou plusieurs 
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bandes de jonction reliant les terminaux de connexion 
sont formees. Chaque bande de connexion est realisee 
selon un motif correspondant a la juxtaposition et au 
recouvrement partiel des motifs correspondent aux 
5 portions de la bande sur les champs voisins. 

A titre d' illustration des bandes 40a, 44a ; 
40b, 44b et 40c, 44c relient respectivement les 
terminaux 22a, 22b, 22c du champ 132 aux terminaux 24a, 
24b, 24c du champ 136 et une bande 48 relie les 

10 terminaux 26b et 26a des champs 136 et 138. 

Chaque bande de connexion comporte deux 
portions de bande correspondant a des motifs de deux 
champs voisins qui presentent un recouvrement. 

Les terminaux 22a et 24a des champs 132 et 138 

15 sont relies par exemple par une bande de jonction 
comportant deux portions 40a et 44a formees 
respectivement par des motifs de photolithographie des 
deux champs 132 et 138 qui se recouvrent au moins 
partiellement dans la zone 50. 

20 La partie du substrat correspondant au premier 

champ 34 est ignoree lors de la derniere etape de 
lithographie. Elle n'est pas insolee et le materiau 
conducteur y est elimine dans sa totalite. Aucun 
element conducteur n'y est, par consequent forme. On 

25 constate sur la figure 2 que des portions de bandes de 
connexion 48a, . 48b, 48c et 4 6a sont formes 
respectivement cl la peripherie des deuxiemes champs 138 
et 132 mais, comme il n'existe pas de portion de bande 
de connexion correspondante dans le champ 34, aucune 

30 liaison electrique n'est etablie entre les elements des 
cellules correspondant aux champs 34 et aux champs 132 
et 138. La cellule correspondant au champ 34 reste 
ainsi electriquement isolee. 

Cette etape de formation du dernier niveau 

35 conducteur peut etre effectuee comme decrit 
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pr6cedemment, c'est-a-dire par depot d f une couche de 
materiau conducteur tel que de 1 f aluminium par exemple, 
et d T une resine photosensible . L' insolation de la 
resine selon les motifs correspondant aux bandes de 
5 connexion, le developpement de la resine, et la gravure 
du materiau conducteur non protege permet de mettre en 
forme le dernier niveau conducteur. 

Le motif des elements du dernier niveau 
conducteur peut aussi etre defini par pelage du 
10 conducteur. 

Dans ce cas, le conducteur est depose sur une 
couche de resine mise en forme selon un motif 
complementaire du motif des bandes de jonction a 
realiser. 

15 Les parties de la couche de conducteur 

correspondant audit motif complementaire sont alors 
eliminees par pelage en attaquant la resine sous- 
jacente. 

Comme on le voit sur la figure 2, I'etape de 
20 mise en forme de la derniere couche de conducteur pour 
la formation des bandes de jonction, peut etre 
avantageusement etre mise a profit pour realiser les 
electrodes 14 dans les champs valides 132, 136/ 138. 

Ainsi, l'etape de "reconfiguration" du 
25 dispositif se confond avec l'etape de realisation du 
dernier niveau conducteur des elements constitutifs du 
dispositif. 

La figure 2 illustre une application 
particuliere de l 1 invention pour la realisation d'un 
30 dispositif comportant une pluralite de puces servant de 
support pour des reactions electrochimiques . 

Lorsqu'un signal d'adressage comportant une 
adresse d' electrode est envoye simultanement a tous les 
circuits d'adressage valides de toutes les cellules 
35 valides du dispositif, 1' electrode de chaque cellule 
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correspondant a l'adresse d' electrode peut etre portee 
a un potentiel apte a declencher une reaction 
electrochimique . 

La possibility de declencher selectivement une 
5 reaction chimique peut etre mise a prof it pour former 
selectivement des depots electrochimiques sur les 
electrodes . 

Dans un autre domaine, le procede de 
l f invention peut etre mis & profit pour interconnecter 
10 des cellules de memoire valides d'un dispositif a 
memoires electroniques . 

REFERENCES DES DOCUMENTS CITES DANS LA PRESENTE 
15 DESCRIPTION 

(1) 

n A 4 Mbit Static RAM" de J. Trilhe, 
International Conference on Wafer Scale 
20 Integration, 1989, pp. 193-200. 

(2) 

"Laser Programmable Redundancy and Yield 
Improvement in a 64K DRAM" de R.T. Smith et 
25 al., IEEE Journal of solid-state circuits vol. 

SC-16, n°5, October 1981, pp. 506 a 514. 
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REVEND I CAT IONS 
1. Proc6de de fabrication et de reconfiguration 
d'un dispositif de microelectronique comportant sur un 
substrat une pluralite d' elements (16) interconnectes, 
5 caracterise en ce qu'il comporte les operations 
successives suivantes : 

a) realisation de cellules (12) d f elements sur un 
substrat (10)/ chaque cellule (12) comportant au 
moins un element (16), les cellules d'elements etant 

10 isolees £lectriquement les unes des autres et au 

moins un element de chaque cellule presentant au 
moins un terminal de connexion (22a, 22b, 22c, 24a, 
24b, 24c, 26a, 26b, 26c) pour la connexion des 
cellules d' Elements selon un plan de connexion 

15 determine/ 

b) test des cellules (12) pour distinguer des cellules 
valides dont les elements sont valides, et des 
cellules comportant au moins un element invalide, 

c) formation de bandes de jonction (40a, 40b, 40c, 44a, 
20 44b, 44c) en un materiau conducteur electrique 

reliant au moins un terminal de connexion d'au moins 
un element d'une cellule valide avec au moins un 
element d'une autre cellule valide, les bandes de 
jonction etant formees dans des champs (132, 136, 
25 138), chaque champ recouvrant respectivement une 

cellule valide et comprenant au moins une zone 
marginale (50, 52) de recouvrement avec au moins un 
champ voisin, la zone de recouvrement comprenant au 
moins une portion de bande de jonction. 
30 2. Precede selon la revendication 1, 

caracterise en ce que le test des cellules comporte le 
test individuel de chaque element (16) . 

3. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la fabrication des bandes de 
35 jonction (40a, 40b, 40c, 44a, 44b, 44c) comporte : 
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- le depot sur l f ensemble du substrat d'une couche de 
materiau conducteur electrique recouvrant les 
elements, 

- le depot d'une couche de resine photosensible sur la 
5 couche de materiau conducteur electrique, 

- 1' insolation de la resine dans lesdits champs, a 
tr avers un masque, creant par recouvrement des champs 
des motifs correspondant aux bandes de jonction, 

- le developpement de la resine, pour l'eliminer en 
10 dehors de regions correspondant aux bandes de 

jonction, 

- la gravure de la couche de materiau conducteur mise & 
nu en laissant subsister les bandes de jonction. 

4. Procede selon la revendication 1, 
15 caracterise en ce que la fabrication des bandes de 

jonction (40a, 40b, 40c, 44a, 44b, 44c) comporte : 

- le dep6t sur 1' ensemble du substrat d'une couche de 
resine photosensible, 

- insolation de la resine dans lesdits champs, a 
20 travers un masque, creant par recouvrement des champs 

des motifs correspondant aux bandes de jonction, 

- developpement de la resine pour l'eliminer dans des 
regions correspondant aux bandes de jonction, 

- depot sur 1' ensemble du substrat d'une couche de 
25 materiau conducteur electrique, 

- attaque de la resine et elimination par pelage du 
materiau conducteur electrique en dehors des regions 
correspondant aux bandes de jonction. 

5. Procede selon 1'une quelconque des 
30 revendications precedentes dans lequel les elements 

sont realises dans une pluralite de niveaux de materiau 
conducteur et dans lequel les bandes de jonction sont 
formees dans un des niveaux conducteurs de . ladite 
pluralite de niveaux. 
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6. Procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes dans lequel le dispositif 
comporte des cellules (12) identiques, ces cellules 
identiques etant realisees par photor^petition de 
motifs de lithographie . 

7. Procede selon la revendication 5, 
caract6rise en ce que chaque cellule comporte des 
electrodes (14) et eventuellement un circuit de 
multiplexage (16) des electrodes. 
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